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POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU

Potprzewodniki szerokoprzerwowe znajduja zastosowanie w rozwoju elektroniki, migdzy innymi w
technologiach tranzystorowych czy w optoelektronice. W obszarze przyrzadéw wysokiej mocy oraz
wysokiej czestotliwosci jednym z najbardziej obiecujacych kandydatow jest azotek galu. W porownaniu z
weglikiem krzemu przyrzady oparte na bazie azotku galu cechujg si¢ mozliwoscia pracy przy wyzszych
temperaturach, gesto$ciach mocy, czestotliwo$ciach oraz napigciach, charakteryzujac si¢ ponadto wigksza
odpornoscig na radiacje. Te zalety stanowia gldéwna motywacje dla rozpoczgcia niniejszych prac. Metoda
implantacji jonéw jest technika powszechnie stosowang w celu domieszkowania gdzie celem jest
zwigkszenie przewodnictwa. Ponadto implantacja jonow jest powszechnie uwazana za bezkonkurencyjna
metode wytwarzania obszarow izolacyjnych w strukturach przyrzadowych. Jest to alternatywa dla techniki
trawienia struktur typu mesa, wykorzystywanej zar6wno w elektronice na bazie weglika krzemu jak i azotku
galu. Zalety izolacji metoda implantacji s3 ewidentne: zmniejszony prad uptywno$ci bramki, wyzsza
czestotliwos¢ graniczna tranzystora. Sama metoda cechuje si¢ duza kontrola w doborze parametrow (takich
jak rodzaj uzytych jondéw, dawka oraz energia). W potaczeniu z obecnymi metodami fotolitograficznymi
daje znaczny potencjat w modyfikowaniu wlasno$ci materiatu.



